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Inventia se refera la Tnregistrarea informatiei optice, in special la purtatori pentru Tnregistrarea imaginilor in raze X.
Este cunoscut un purtator fototermoplastic pentru Tnregistrarea informatiilor optice pe baza sistemului As-Se-S, care
este sensibil atat Tn regiunile vizibile si infrarosii ale spectrului, cat si in razele X. Purtatorul consta dintr-un substrat
cu un electrod de crom transparent, un strat fotosensibil pe baza sistemului As-Se-S si un strat termoplastic pe baza
de copolimer din butilmetacrilat si stiren. Purtdtorul face posibila Tnregistrarea imaginilor, utilizind metoda de
nregistrare fototermoplastica n intervalul spectral de la raze X pana la domeniul infrarosu [1].

Dezavantajul acestui purtator consta in aceea ca acesta nu permite fnregistrarea imaginilor cu raze X prin modificari
fotoinduse Tn raze X cu dezvoltarea termoplastica ulterioard a imaginii nregistrate.

Cea mai apropiata solutie prezintd un purtitor fototermoplastic utilizat la Tnregistrarea imaginilor optice atat prin
metoda fototermoplasticd, cat si prin metoda modificarii fotoinduse ntr-un strat semiconductor sensibil sub actiunea
radiatiei optice, urmati de vizualizarea imaginii ascunse prin procedeul termoplastic. Purtitorul fototermoplastic
utilizat consta dintr-un substrat din lavsan cu un electrod conductor semitransparent, un strat fotosensibil pe baza de
As-Se-S si un strat termoplastic BMA-50. Acest purtdtor permite nregistrarea imaginii in regiunea vizibild a
spectrului prin modificari fotoinduse Tn stratul semiconductor As-Se-S sub actiunea radiatiei optice, urmata de
dezvoltarea termoplastica a imaginii ascunse [2].

Dezavantajul acestui suport consta Tn imposibilitatea Tnregistrarii imaginilor in raze X.

Problema pe care 0 rezolva inventia propusd consta Tn confectionarea unui purtitor bazat pe straturile de
semiconductori calcogenici sticlosi depuse din sistemul As-Se-S-Sn, care este sensibil la modificarile fotoinduse Tn
raze X.

Problema se solutioneaza prin aceea ca purtitorul pentru Tnregistrarea imaginilor n raze X contine un substrat din
lavsan, pe care sunt depuse consecutiv un strat conductibil semitransparent din crom, un strat fotosensibil pe baza de
semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1, si un strat termoplastic pe baza de copolimer din
butilmetacrilat si stiren, cu posibilitatea inregistrarii imaginilor cu modificari fotoinduse in raze X, urmati de
dezvoltarea termoplastica a unei imagini ascunse.

Rezultatul tehnic al inventiei consta Tn obtinerea unui purtitor cu un strat fotosensibil pe baza de semiconductor
calcogenic sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1, sensibil la modificarile fotoinduse sub actiunea razelor X.

Avantajele inventiei constau Tn aceea ca se obtin modificari fotoinduse Tn stratul pe baza de semiconductor
calcogenic sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1 la fnregistrarea imaginilor in raze X, care formeaza Tn stratul de
semiconductor imaginea ascunsa a obiectului care este inregistrat, dupa care purtatorul este transferat din instalatie
cu raze X pentru vizualizarea termoplastica a imaginii Tnregistrate.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-3, care reprezinta:

- fig. 1, schema purtatorului pentru Tnregistrarea imaginilor Tn raze X;

- fig. 2, schema metodei de vizualizare termoplastica a imaginilor inregistrate in raze X;

- fig. 3, imagini obtinute cu ajutorul microscopului optic: a) imaginea plasei din alama, b) imaginea plasei din alama
inregistrata Tn raze X.

Purtatorul pentru Tnregistrarea imaginilor in raze X (fig. 1-3) contine substratul 1 din lavsan, pe care sunt depuse
consecutiv stratul conductibil semitransparent 2 din crom, stratul fotosensibil 3 pe baza de semiconductor calcogenic
sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1, si stratul termoplastic 4 pe bazd de copolimer din butilmetacrilat si stiren, cu
posibilitatea inregistrarii imaginilor cu modificari fotoinduse Th raze X 6, urmata de dezvoltarea termoplastica a unei
imagini ascunse.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe substratul 1 din lavsan cu stratul conductibil semitransparent 2 din crom se depune, prin metoda evaporarii
termice Tn vid, stratul fotosensibil 3 pe baza de semiconductor calcogenic sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1 cu grosimea
de 1,6 pum, deasupra caruia, folosind o centrifugd se aplica stratul termoplastic 4 pe baza de copolimer din
butilmetacrilat si stiren, cu grosimea de 0,6 um. Purtatorul confectionat se plaseaza intr-o instalatie de raze X. La
distanta de 0,5 mm de suprafata stratului termoplastic 4 se plaseaza obiectul pentru inregistrare 5, de exemplu plasa
din alama. Tubul de raze X cu anod de cupru (tensiunea de 45 kV, curentul de 40 mA, doza de iradiere 960 mGy/h)
a fost utilizat ca o sursa de raze X. Sursa de radiatie cu raze X si purtatorul au fost situate Tntr-o camera special
izolata, care exclude patrunderea radiatiei cu raze X Tn afara camerei. Purtatorul a fost iradiat timp de 7 min de
fasciculul de raze X 6 paralel si imaginea ascunsi a obiectului 5 a fost inregistrata in stratul de semiconductor
calcogenic sticlos (As2S3)0,9(SnSe)0,1 prin modificari fotoinduse Tn raze X. Dupa oprirea iradierii cu raze X,
purtatorul se scoate din instalatie si imaginea ascunsa este vizualizata, folosind inregistrarea termoplastica [1,2]:
purtatorul se incalzeste la temperatura de plastificare a termoplasticului (68°C) Tn absenta ilumindrii externe, iar
suprafata stratului termoplastic 4 se incarci la tensiunea de +7,5 kV, folosind dispozitivul de inalta tensiune 7. Tn
locurile iradiate de raze X are loc deformarea stratului termoplastic si se formeaza imaginea plasei de alama pe
suprafata termoplasticului, care poate fi observata in semnalul luminii reflectate cu ajutorul microscopului optic.



